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はじめに 

近年、MOVPEを用いて自身の III族元素を触
媒とした III-V族化合物半導体ナノワイヤを成長
させる自己触媒 VLS法が研究されている[1]。こ
の成長法はAuなどの金属触媒を用いた成長法や
マスクパターンを用いた選択成長法とは異なる。
我々は自己触媒 VLS法を用いて InP(111)B基板
上に Inを触媒とした InPナノワイヤの成長とデ
バイス応用へ向け研究を行っている。本報告では
自己触媒 VLS 法を用いた InP/GaInAs ヘテロ構
造ナノワイヤの GaInAs 層の成長時間及び、Ga

流量変化に対する組成とPLピーク波長の関係に
ついて述べる。 

実験 

 成長には InP(111)B 基板を用いた。成長シー
ケンスを Fig.1に示す。470℃で成長前基板加熱
を行った後、400℃まで降温させ Inドロップレ
ット形成(TMI:3.0µmol/min)を 5分間行った。
そして InPナノワイヤ成長(TMI:1.0µmol/min, 

TBP: 400µmol/min)を 5分間行った[2]。次に成
長時間 2, 4, 6秒の GaInAs層を 3層成長させ
た。その後、成長時間を 2秒に固定し、TEG の
流量を変化させた GaInAs層を 3層成長させ
た。なお各層の間に InP層を 1分 15秒成長し
た。成長後 TEMによる観察、組成分析測定を
行った。 

結果 

 Fig.2 は成長させたナノワイヤを HAADF 

STEM により撮影した画像である。平均的な直
径は 156nm、高さは 430nm となった。成長時間
を 2,4,6 秒と変化することによって、GaInAs 層
厚は 3.2nm, 5.03nm, 6.09nm と時間に比例して
変化していることが分かる。Fig.3はこのナノワ
イヤの EDX 分析結果である。図より In の占有
率は全ての位置において 50~60%であった。InP

層では、Pが 45%、Asが 2%であるが、GaInAs

層においては As が 30%に対して P が 20%程混
入し、そして Ga は 1%ほどにとどまっている。
この原因として、In ドロップレット内の Ga 相
対量の低さ、また Ga は In よりも比重が小さい
ため、In ドロップレット内からナノワイヤに析
出しづらかったことが考えられる。 
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Fig. 1 Growth Sequence of the Nanowire 

 

Fig. 2 HAADF STEM Image of the Nanowire 
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Fig. 3 EDX Analysis of the Nanowire 
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